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(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrich- 1 6
tung (1) zur elektrischen Kontaktprifung \\
von bestiickten und unbestiickten Leiter-
platten (12), umfassend zumindest eine
flachenhafte Tragerlage (2), eine erste 197 L
Elektrodenanordnung (3) und eine funktio- B 1 I
nale Lage (4), wobei die Tragerlage (2) /‘.__, ———— T
elastisch riickstellbar verformbar ist und / 7
wobei die funktionale Lage (4) auf der ers- 8 17 1
ten Elektrodenanordnung (3) angeordnet 8
ist. Die funktionale Lage (4) ist aus zumin-
dest einem aus der Gruppe umfassend
eine Schicht eines fotosensitiven Materials
(7), einen Quantendetektor, einen Fotowi-
derstand, gebildet und femer ist Uber der
funktionalen Lage (7) zumindest eine Quel-
le fir elektromagnetische Strahlung (8)
angeordnet, wobei die abgegebene elekt-
romagnetische Strahlung Gberwiegend in
Richtung der funktionalen Lage (4) wirkt.
Die funktionale Lage (4) kann auch als
Transistoranordnung (9), gebildet aus einer
Mehrzahl von Transistoren, ausgebildet
sein. Die Erfindung betrifft ferner ein Ver-
fahren zur Herstellung einer Schaltvorrich-
tung (1).
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung (1) zur elektrischen Kontaktpriifung von be-
stlckten und unbestickten Leiterplatten (12), umfassend zumindest eine flichenhafte
Tragerlage (2), eine erste Elektrodenanordnung (3) und eine funktionale Lage (4), wobei
die Tragerlage (2) elastisch ruckstellbar verformbar ist und wobei die funktionale Lage (4)
auf der ersten Elektrodenanordnung (3) angeordnet ist. Die funktionale Lage (4) ist aus
zumindest einem aus der Gruppe umfassend eine Schicht eines fotosensitiven Materials
(7). einen Quantendetektor, einen Fotowiderstand, gebildet und ferner ist Gber der funkti-
onalen Lage (7) zumindest eine Quelle fur elektromagnetische Strahlung (8) angeordnet,
wobei die abgegebene elektromagnetische Strahlung Gberwiegend in Richtung der funkti-
onalen Lage (4) wirkt. Die funktionale Lage (4) kann auch als Transistoranordnung (9),
gebildet aus einer Mehrzahl von Transistoren, ausgebildet sein. Die Erfindung betrifft fer-
ner ein Verfahren zur Herstellung einer Schaltvorrichtung (1).

Fig. 1
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Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung zur eiektrischen Kontaktprifung von besttick-
ten und unbestuckten Leiterplatten, umfassend zumindest eine flichenhafte Tragerlage,
eine erste Elektrodenanordnung und eine funktionale Lage, wobei die Tragerlage elas-
tisch ruckstellbar verformbar ist und wobei die funktionale Lage auf der ersten Elektro-
denanordnung angeordnet ist. Die Erfindung betrifft weiters ein Verfahren zur Herstellung

einer soichen Schaltvorrichtung.

Zum Aufbau elektronischer Schaltungen werden bevorzugt Leiterplatten verwendet, auf
die in weiteren Arbeitsschritten elektronische Bauteile und Komponenten aufgebracht
werden. Die Leiterplatten sind bevorzugt durch eine Trageriage und durch darauf aufge-
brachte Leiterbahnen gebildet. Da die Zuveri4ssigkeit der elektrischen Verbindungen der
Leiterplatte eine wesentliché' Bedeutung fUr die Funktion der dadurch aufgebauten elekt-
ronischen Schaltung hat, wird jede Leiterplatte nach dem Herstellungsprozess auf ihre
elektrische Konduktivitat gepriift. Insbesondere wird die Leitfahigkeit jeder einzelnen Ver-
bindungsleitung sowie der Durchkontaktierungen gepriift.

Aus dem Stand der Technik sind dazu Verfahren bekannt, bei denen ein Testadapter eine
Mehrzahl von lingsbeweglich gefedert gelagerten Kontaktnadeln aufweist. Die Anordnung
der Kontaktnadeln am Testadapter wird dabei entsprechend den zu testenden Punkten
der Leiterplatte gewahit. iInsbesondere bedeutet dies, dass fur jede zu testende Leiterplat-
te, ein eigener Testadapter angefertigt werden muss. Beim Testvorgang wird der Test-
adapter gegen die Leiterplatte gedriickt, damit die gefedert gelagerten Testnadeln einen
ausreichenden Kontaktdruck aufzubringen und so einen zuveriassigen elektrischen Kon-
takt mit der zu testenden Leiterbahn herstellen.

Der erforderliche Kontaktdruck ist jedoch ein wesentlicher Nachteil der bekannten Verfah-
ren, da es dadurch zu einer Beschadigung, insbesondere auch zu einer Zerstorung der zu
testenden Leiterbahn kommen kann. Da zum Aufbau elektronischer Schaltungen immer
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mehr hoch-integrierte elektronische Bauteile eingesetzt werden, muss auf der Leiterplatte
eine immer gréRer werdende Anzahl von Verbindungsleitungen untergebracht werden,
was dazu fOhrt, dass die Leiterbahnen immer dunner und damit immer empfindlicher ge-
genlber mechanischer Belastung werden. Der zur Herstellung der elektrischen Verbin-
dung mit der Testnadel erforderliche Kontaktdruck kann nun ausreichen, dass die Leiter-
bahn beschadigt bzw. zerstért wird. o

Weiters sind Testvorrichtungen bekannt, bei denen zumindest zwei, in der Ebene der zu
testenden Leiterplattenoberfliche gesteuert positionierbare Testnadeln vorhanden sind.
Die Testnadeln werden mittels einer Koordinatenpositionierungseinrichtung gezieit tber
den zu testenden Leiterbahnen positioniert, dann werden die Testnadeln auf die Leiter-
bahn angedrickt und der Durchgang zwischen den Messpunkten gemessen. Diese Aus-
bildung hat den Vorteil, dass individuell zu konfigurierende Testprozeduren durchgefihrt
werden kénnen, da kein Testadapter mit fest angeordneten Testnadeln erforderlich ist.
Diese Ausbildung hat jedoch ebenfalls wiederum den Nachteil, dass der erforderliche An
pressdruck der Testnadeln die zu testende Leiterbahn beschéidigen bzw. zerstéren kann,

Ein weiterer wesentlicher Nachteil der genannten Verfahren liegt darin, dass gedruckte
Schaltungen bzw. gedruckte Leiterbahnen mit bekannten Testadaptern bzw. mit Testna-
deln nicht zuverléssig getestet werden kénnen, da aufgrund der sehr geringen Schichtdi-
cken bzw. der mechanisch wenig widerstandsfahigen Materialien, die Leiterbahn den Test
nicht unbeschadet tiberstehen wirde.

Aus der EP 1 317 674 B1 ist eine Testvorrichtung zur Prifung von Leiterplatten auf ihre
Funktionsfahigkeit bekannt, bei der die Trageriage des Testadapters durch eine flexible
fotoleitfahige Polymerfolie gebildet ist. Das Dokument offenbart, dass auf zumindest einer
Seite der Leiterplatte unmittelbar eine fotoleitfahige Schicht aufgebracht wird. Die fotoleit-
fahige Schicht ist elektrisch isolierend, wird jedoch durch Beleuchten mit einem Laser-
strahl in einem lokal abgegrenzten Bereich elektrisch leitfahig. Zur Durchfohrung des
Tests wird nun an den Elektroden, die auf der fotoleitfihigen Schicht aufgebracht sind,
eine elektrische Spannung aufgebracht und die beiden Endpunkte der Leiterbahn durch
einen Laserstrahl beleuchtet. Insbesondere wird dadurch die tber der Leiterplatte ange-
ordnete fotoleitfahige Schicht beleuchtet. Der Laserstrahl wird dabei von einer Laserquelle
uber mehrere Spiegel gezielt abgelenkt, um wahlweise Abschnitte auf der Leiterplatte
beleuchten zu kénnen. Durch die Beleuchtung wird die fotoleitfahige Schicht in dem be-
leuchteten Bereich elektrisch leitfahig, der dann flieRende Strom kann somit als Indikator
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fur eine funktionale Leiterbahn ausgewertet werden. Von Nachteil ist dabei, dass eine
Laserquelle vorhanden sein muss, die Uber ein komplexes Ablenksystem, insbesondere
eine Mehrzahi von exakt ansteuerbaren Spiegeln, abgelenkt werden muss. Ebenso von
Nachteil ist, dass die fotoleitfahige Schicht unmittelbar auf den Leiterbahnen der Leiter-
platte aufliegt. Durch Ungenauigkeiten bei der Beleuchtung mit dem Laserstrahl bzw. -
durch Steuerungseffekte kann es vorkommen, dass ein groBerer Bereich der fotoleitf&hi-
gen Schicht beleuchtet wird und damit elektrisch leitféhig wird, wodurch es zu einer elekt-
rischen Kontaktierung benachbarter Leiterbahnen kommen kann.

Die Aufgabe der Erfindung liegt nun darin, die bekannte Testvorrichtung dahingehend zu
verbessern, dass mit einer integrierten Testvorrichtung eine Bestimmung der Qualitat der
Verbindungsleitung, insbesondere der Leitfahigkeit, moglich ist.

Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch geldst, dass die funktionale Lage aus zumindest
einem aus der Gruppe umfassend eine Schicht eines fotosensitiven Materials, einen
Quantendetektor, einen Fotowiderstand, gebildet ist und dass Uber der funktionalen Lage
zumindest eine Quelle fur elektromagnetische Strahiung angeordnet ist, wobei die abge-
gebene elektromagnetische Strahlung iberwiegend in Richtung der funktionalen Lage
wirkt. Diese Ausbildung hat den Vorteil, dass die Beleuchtung der funktionalen Lage und
dadurch die Herstellung eines elektrischen Kontaktes zwischen der Leiterbahn und der
Elektrodenanordnung unmittelbar durch die Kontaktvorrichtung selbst erfolgt. Insbesonde-
re sind zur Herstellung eines elektrischen Kontakts keine externen Leuchtmittel und auf-
wiéndige Ablenksysteme erforderlich, wodurch sich ein kompakter Aufbau realisieren
Idsst. Weiters von Vorteil ist, dass die Quelie fur elektromagnetische Strahlung dem foto-
sensitiven Material sehr nahe ist und dadurch ein sehr genau abgrenzbarer Bereich be-
leuchtet wird, was die Gefahr einer unerwtinschten Beleuchtung benachbarter Abschnitte
deutlich reduziert.

Eine anspruchsgem4R ausgebildete funktionale Lage hat den Vorteil, dass sie ohne bzw.
bei nur schwacher Beleuchtung elektrisch nicht leitend ist und durch eine Beleuchtung mit
Licht entsprechender Wellenldnge und Intensitit im beleuchteten Abschnitt elektrisch leit-
féhig wird. Von besonderem Vorteil ist, dass dabei der nicht beleuchtete Abschnitt weiter-
hin elektrisch isolierend bleibt. Insbesondere ist durch die, ohne Beleuchtung nicht leiten-
de funktionale Lage sicher gestellt, dass es zu keinem Kurzschluss der ersten Elektro-
denanordnung mit der zu testenden Leiterplatte kommt.
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Das fotosensitive Material kann durch ein organisches halbleitendes Material gebildet
sein, bspw. durch Poly(p-Phenyl-Vinyl) (PPV). Es ist aber auch anorganisches haibleiten-
des Material einsetzbar, bspw. Hg-Selenid oder Cd-Sulfid, wobei sich durch Beeinflus-
sung der Herstellungsparameter, die KristaligréBe und damit die quantenspezifische Ab-
sorptionsrate einstellen l4sst.

Die Aufgabe der Erfindung wird aber auch dadurch geldst, dass die funktionale Lage als
Transistoranordnung, gebildet aus einer Mehrzahl von Transistoren, ausgebildet ist. Ein
Transistor ist ein steuerbares Halbleiterbauteil, insbesondere ist damit eine gezieite Steu-
erung des Stromflusses durch das Bauteil mégiich. Diese vorteilhafte Eigenschaft ermdg-
licht neben einer reinen Durchgangsmessung auch noch die Bestimmung der Qualitét der
Verbindungsleitung, also die Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit.

Im Gegensatz zu bekannten Vorrichtungen ist durch den gezielt steuerbaren Stromfluss
somit auch eine Prifung von bereits bestiickten Leiterplatten bzw. Halbleiter-Wafer még-
lich. Befinden sich bereits elektronische Bauteile auf einer Leiterplatte, insbesondere
Halbleiterbauteile, kénnte ein unkontroliierter Stromfluss diese beschadigen. Durch geziel-
te Steuerung des Stromflusses, ohne dass dazu eine externe steuerbare Stromquelle
erforderlich wére, kann der Test ohne Gefahrdung der Bauteile durchgefihrt werden.
Durch die besonders vorteilhafte schonende Kontaktierung lassen sich somit bspw. auch
die duflerst empfindlichen Halbleiter-Wafer testen.

Eine Trégerlage, die aus einem organischen Material gebildet ist hat den besonderen Vor-
teil, dass die erfindungsgemaBe Schaltvorrichtung besonders kostenglnstig und effizient
hergestelit werden kann. Diese Ausbildung hat aber den weiteren Vorteil, dass sowohl| die
Herstellung, als auch die Entsorgung bzw. Vernichtung der anspruchsgemaR ausgebilde-
ten Kontaktvorrichtung bedeutend weniger Probleme hinsichtlich der Umweltbelastung
ergeben. Bevorzugt ist eine Ausbildung als Kunststofffolie die bspw. als Rollenware vor-
liegt und somit eine besonders rationelle Herstellung der Schaltvorrichtung erméglicht.

Beispielsweise ist die Tragerlage aus Polyethylenterephthalat (PET), oder Polyethylen-
naphtalat (PEN) gebildet, wobei dem Fachmann weitere Kunststoffe bekannt sind, die als
Tragerlage der anspruchsgem&Ben Ausbildung verwendbar sind.

Von Vorteil ist weiters, wenn die Trégerlage elektrisch isolierend ausgebildet ist, da da-
durch elektrisch leitfahige Komponenten der Schaltvorrichtung gegebenenfalls unmittelbar
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auf der Tragerlage aufgebracht werden k8nnen ohne dass zusétzliche Arbeitsschritte
bzw. Isolierschichten erforderlich sind.

Eine transparente bzw. semitransparente Tragerlage ist im Hinbiick auf eine Uberwa-
chung bzw. Protokollierung des Kontakttestvorgangs von Vorteil. Es besteht bspw. die
Méoglichkeit, wahrend des elektrischen Kontakttestvorgangs zusatzlich eine optische Kon-
trolle der ausgebildeten Leiterbahnen der Leiterplatte durchzufithren, oder aufgebrachte
bzw. aufgedruckte Merkmale wie bspw. Beschriftungen, auf deren korrekte Ausbildung zu
prifen. Zusatzlich kann auch das Aufleuchten der Quelle fur elektromagnetische Strah-
lung Gberwacht bzw. protokolliert werden, um so ein optisches Protokoll der durchgeftihr-
ten Kontaktprifungen zu erstellen bzw. die Funktionalitét der Strahlungsquellen konstant
zu iiberwachen,

Eine transparente bzw. semitransparente Tragerlage hat den weiteren Vorteil, dass die
von der Quelle abgegebene elektromagnetische Strahlung auch dann noch auf die funkti-
onale Lage einwirkt, wenn sich die Trégerlage, bezogen auf den Wirkbereich der Quelle,
zwischen der Quelle und der funktionalen Lage befindet.

GemaR einer Weiterbildung umfasst die erste Elektrodenanordnung zumindest eine elekt-
risch leitfahige Elektrode, wobei eine Ausbildung als Streifenelektrode besonders bevor-
zugt ist.

Von Vorteil ist eine Ausbildung, bei der die erste Elektrodenanordnung auf einer Flachsei-
te der Tragerlage angeordnet ist. Da die Tragerlage elastisch ruckstellbar verformbar ist,
kann sich die anspruchsgemiR ausgebildete Elektrodenanordnung optimal an die Ober-
flachenstruktur der zu kontaktierenden Leiterplatte anpassen. Dies ist bspw. dann von
besonderem Vorteil, wenn eine bereits bestiickte Leiterplatte zu testen ist.

Es wird dabei als fir den Fachmann bekannt vorausgesetzt, dass die Verformungen in-
nerhalb der materialspezifischen Grenzwerte bleiben, also das die eingepragte Deforma-
tion zu keiner irreversiblen Materialbeschédigung fithrt.

GemaB einer anspruchsgemaBen Weiterbildung ist eine zweite Elektrodenanordnung
vorhanden, die durch zumindest eine elektrisch leitende Elektrode gebildet ist. Diese Aus-
bildung erméglicht eine kompakte, integrierte Anordnung bzw. Aufbau der erfindungsge-
maRen Schaltvorrichtung. Besonders bevorzugt ist auch hier eine Ausbildung als Strei-
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fenelektrode, da durch die Breite der Streifenelektrode das gewiinschte Aufldsungsver-
mdogen gezielt einstellbar ist.

In einer bevorzugten Weiterbildung sind die Streifenelektroden der ersten Elektrodenan-
ordnung und die Streifenelektroden der zweiten Elektrodenanordnung derart angeordnet,
dass die Streifenelektroden in der Ebene ihrer Léngserstreckung gegeneinander verdreht
sind, bevorzugt um 90°. Durch diese Ausbildung erhalt man eine punktartige Uberde-
ckung der ersten und zweiten Elektrodenanordnung.

Durch die Anordnung der zweiten Elektrodenanordnung auf der funktionalen Lage ist eine
gezielte Herstellung von elektrischen Schaltpunkten ausbildbar. Insbesondere sind die
Elektrodenanordnungen derart angeordnet, dass sich die funktionale Lage zwischen der
ersten und zweiten Elektrodenanordnung befindet und mit diesen jeweils zufnindest ab-
schnittsweise elektrischen Kontakt hat. Somit ist sicher gestelit, dass bspw. sowohl ein
Quantendetektor, als auch ein Transistor der Transistoranordnung elektrischen Kontakt
mit zumindest einer Elektroden der ersten und zweiten Elektrodenanordnung hat.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Elektrode der ersten und/oder die Elektrode der
zweiten Elektrodenanordnung durch eine elektrisch isolierte Verbindungsieitung mit einem
Anschlussbereich verbunden ist. Diese Ausbildung hat den Vorteil, dass sich standardi-
sierte und somit universell einsetzbare Verbindungsmittel zur elektrischen Verbindung der
Schaltvorrichtung bspw. mit einer Auswertevorrichtung einsetzen lassen. Da alle zur
Durchfihrung des Kontaktierungstests erforderlichen elektrischen Verbindungsleitungen
in einem Anschlussbereich verfiigbar sind, ist eine Modulaﬁsierung mdéglich, insbesondere
ermoglicht eine derartige Ausbildung einen einfachen und schnellen Tausch der Schalt-
vorrichtung.

Geman einer Weiterbildung ist die zumindest eine Elektrode der ersten und/ oder zweiten
Elektrodenanordnung transparent bzw. semitransparent ausgebildet. Durch diese vorteil-
hafte Ausbildung wird eine elektrisch leitende Kontaktierung der funktionalen Schicht bei
gleichzeitig mdglicher optischer Kontrolle bzw. Zutritt elektromagnetischer Strahlung er-
reicht. Bevorzugt sind die Elektroden aus Indiumzinnoxid (ITO) gebildet, es sind jedoch
alle dem Fachmann bekannten Materialen aus der Gruppe der Transparent and Conduc-
tive Oxides (TCO) verwendbar.

Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung erhalt man, wenn auf der zweiten Elektroden-
anordnung oder auf der funktionalen Lage elektrisch leitende Kontaktpunkte angeordnet
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sind. Durch diese Kontaktpunkte wird eine definierte Kontaktgabe mit der Leiterplatte si-
chergestellt, und somit eine unbeabsichtigte Kontaktierung beispielsweise einer benach-
barten Leiterbahn verhindert.

In einer vorteilhaften Weiterbildung ldsst sich bspw. ein einfach aufgebauter Verbindungs-
tester ausbilden, bei dem die Kontaktpunkte direkt auf der funktionalen Lage angeordnet
sind. Durch gezielte Ansteuerung der Strahlungsquelle, bzw. der Transistoranordnung,
konnen jene Abschnitte der funktionalen Lage elektrisch leitend gebracht werden, deren
Kontaktpunkte die Endpunkte der zu testenden Leitebahn kontaktieren und somit durch
Ermitteln des Stromflusses, der elektrische Kontakt gepruft werden.

Gegebenenfalls kann auf der funktionalen Lage bzw. auf der zweiten Elektrodeanordnung
eine elektrisch isolierende Schicht aufgebracht sein, so dass nur Ober die Kontaktpunkte
ein elektrisch leitféhiger Kontakt der Schaltvorrichtung mit dem zu testenden Objekt her-
stellbar ist.

Da mit dem Anschlussbereich zumeist eine Mehrzahl von Verbindungsleitungen verbun-
den ist, ist eine Ausbildung von besonderer Bedeutung, bei der der Anschlussbereich ei-
nen elektronischen Mehrwegschalter aufweist, der bspw. durch eine Transistormatrix ge-
bildet ist. Ein elektronischer Mehrwegschalter ist in der Lage, eine Mehrzahl von Ein-
gangsleitungen, gezielt steuerbar mit zumindest einer Ausgangsleitung zu verbinden, wo-
durch sich die Anzahl der von der Schaltvorrichtung nach auen, beispielsweise zu einer
Auswerteeinheit, zu verbindenden Leitungen drastisch reduzieren lisst. Im Hinblick auf
eine Modularisierung der Schaltvorrichtung und weiters im Hinblick auf einen mdaglichst
universellen Einsatz der erfindungsgemsBen Schaltvorrichtung stellt diese Ausbildung
eine besonders vorteilhafte Weiterbildung dar.

Ebenfalls im Hinblick auf eine Modularisierung bzw. auf einen universellen Einsatz der
erfindungsgem&RBen Schaltvorrichtung ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der der An-
schiussbereich ein koppelbares Verbindungsmittel aufweist. Diese Ausbildung erméglicht
einen raschen Wechsel der Schaltvorrichtung, was insbesondere in einer automatisierten
Fertigungseinrichtung zur Leiterplattenherstellung von Vorteil ist. Ebenfalls von Vorteil ist,
dass das koppelbare Verbindungsmittel durch ein aus dem Stand der Technik bekanntes
Verbindungsmittel gebildet sein kann, was vorteilhaft fur einen md&glichst breiten und uni-
versellen Einsatz ist. Beispielsweise sind dazu Steckverbinder einsetzbar, wie sie bei der
elektrischen Kontaktierung von Leiterplatten Verwendung finden.
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Eine Ausbildung bei der die Quelle fir elektromagnetische Strahlung durch ein organi-
sches Halbleiterbauteil gebildet ist, insbesondere durch eine oLED, hat den ganz beson-
deren Vorteil, dass man eine bedeutende Kostenersparnis bei der Herstellung der erfin-
dungsgemaRen Schaltvorrichtung erreicht. Weiters von Vorteil ist, dass sowoh! die Her-
stellung als auch die Entsorgung von oLEDs eine wesentlich geringere Umweltbeeintrich-
tigung mit sich bringt, als dies bei anorganischen LEDs der Fall ist. Ebenfalis von Vorteil
ist, dass oLEDs in der Lage sind, den elastischen Verformungen der Tragerlage ohne
Beschadigung zu folgen, wodurch sich eine verbesserte Anpassung der Schaltvorrichtung
an die Oberfldchenstruktur der Leiterbahn ergibt.

Im Hinblick auf eine maglichst hohe Ortsauflésung der Schaltvorrichtung ist es von Vorteil,
wenn die Quelle fir elektromagnetische Strahlung durch eine Mehrzahi von strukturiert
angeordneten Leuchtmitteln gebildet ist. Durch eine Mehrzahl von Leuchtmitteln ist es
beispielsweise méglich, die Schaltvorrichtung ohne hohen Ausrichtungsaufwand auf der
zu prufenden Leiterplatte zu positionieren und dann die entsprechenden Testpunkte ge-
Zielt anzusteuern. Gem#R einer Weiterbildung kann beispielsweise die Position der Lei-
terplatte relativ zur Schaltvorrichtung mittels eine optischen Aufnahmevorrichtung erfasst
werden und daraus dann die entsprechenden Kontaktierungspunkte ermittelt werden.

Weiters von Vorteil ist, dass durch entsprechende Ansteuerung der Leuchtmittel auch
mehrere Kontaktierungsmessungen gleichzeitig durchgefthrt werden kdnnen.

Eine weitere besonders vorteilhafte Ausbildung erhalt man, wenn die Transistoranordnung
durch organische Transistoren gebildet ist, da diese Transistoren den Verformungen der
Trageriage ohne Beschéadigung folgen kénnen wodurch eine besonders gute Anpassung
an die Oberflache der Leiterplatte erreicht wird. Bevorzugt sind die Transistoren durch
organische Feldeffekttransistoren (FET) gebildet, die den Vorteil haben, dass sie sich ei-
nerseits als sehr verlustarme Schalter einsetzten lassen und andererseits eine sehr exakt
steuerbare Stromquelle bilden kénnen.

Von Vorteil ist auch eine Weiterbildung, bei der eine Mehrzahi von Transistoren der Tran-
sistoranordnung strukturiert angeordnet sind. Durch diese Ausbildung ist eine hohe An-
zahl bzw. eine hohe Dichte von Testkontaktpunkten ausbildbar, insbesondere kénnen
wiederum gegebenenfalls mehrere Kontakttests gleichzeitig durchgefthrt werden.

Die Aufgabe der Erfindung umfasst auch ein Verfahren zur Herstellung einer flexiblen
Schaltvorrichtung welches die Schritte umfasst:
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- Aufbringen einer ersten Elektrodenanordnung auf eine Flachseite einer Tragerla-
ge,

- Aufbringen einer funktionalen Lage auf die erste Elektrodenanordnung;

- Aufbringen einer zweiten Elektrodenanordnung auf die funktionale Lage;

- Aufbringen von elektrisch leitenden Kontaktpunkten auf die zweite Elektrodenan-
ordnung.

GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung wird die erste Elektrodenanordnung und/oder die
funktionale Lage und/oder die zweite Elektrodenanordnung und/oder die Kontaktpunkte
durch ein Druckverfahren aufgebracht. Eine durch ein Druckverfahren hergestellte Schalt-
vorrichtung ist in besonders vorteilhafter Weise kostenglinstig, rationell herstellbar, bei-
spielsweise in einem Durchlaufverfahren. Fir ein Druckverfahren sind weder Hochtempe-
raturprozesse, noch spezielle atmosphérische Bedingungen, insbesondere keine Vaku-
umkamera, erforderlich. Weiters lassen sich Druckverfahren besonders einfach und
schnell an eine neue Form bzw. eine neue Ausbildung der zu druckenden Abschnitte an-

passen.

Weiters weisen gedruckte Strukturen zumeist eine sehr geringe Schichtdicke auf, bspw.
im Bereich weniger um, was sich in einem geringen Materialbedarf auswirkt.

Als Druckverfahren eignen sich bspw. Tintenstrahldruck, Siebdruck, Stempeldruck, jedoch
sind dem Fachmann noch weitere Verfahren bekannt, um flissige bzw. pastése Materia-
lien strukturiert auf eine Tragerlage bzw. vorhandene Lagen aufzubringen. Insbesondere
sind auch Verfahren bekannt, um derartige Materialien aus der Dampf- bzw. Gasphase
abzuscheiden.

GemaR einer Weiterbildung ist die funktionale Lage durch Aufdrucken von organischen
Transistoren, insbesondere organischen Feldeffekttransistoren gebildet. Da die funktiona-
le Lage zwischen der ersten und zweiten Elektrodenanordnung angeordnet ist, hat die
anspruchsgemaRe Ausbildung den Vorteil, dass die Transistoren direkt auf die erste E-
lektrodenanordnung aufgedruckt werden kénnen und sich somit eine kompakte, integrier-
te Schaltvorrichtung ausbilden i&sst.

Halbleiterbauteile und insbesondere Transistoren sind aus einer Mehrzahl unterschiedlich
halbleitender Schichten gebildet, wobei das Bauteil durch mehrere strukturierte Aufdruck-
vorgange ausgebildet wird. Druckverfahren haben da den ganz besonderen Vorteil, dass
sich Strukturen ausbilden lassen, die im Bereich der anorganischen Halbleiter nicht, oder
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nur sehr schwierig und aufwéindig herstellbar wiren. Insbesondere kénnen in einem ers-
ten Druckvorgang Abschnitte frei gelassen werden, in die in einem weiteren Druckvorgang
bspw. ein anderes halbleitendes Material gedruckt wird. Zur Herstellung strukturierter an-
organischer Halbleiter sind eine Mehrzahl von Aufdampfschritte mit nachgelagerten fotoli-
thografischen Strukturierungsprozessen erforderlich.

Ebenfalls von Vorteil ist eine Weiterbildung bei der die funktionale Lage durch Aufbringen
eines fotosensitiven Materials gebildet wird, wobei auf das fotosensitive Material organi-
sche Leuchtdioden (oLEDs) aufgedruckt werden. Da die oLEDs auf dem fotosensitiven
Material aufgebracht sind, ist eine sehr genaue Abgrenzung des zu beleuchtenden Ab-
schnitts méglich was den Vorteil hat, dass eine unbeabsichtigte Beleuchtung eines Nach-
barbereichs verhindert wird.

In einer Weiterbildung kénnen die oLEDs aber auch auf der zweiten Flachseite der Tra-
gerlage aufgedruckt sein.

GeméB einer Weiterbildung sind die Elektroden der ersten und/oder 2weiten Elektroden-
anordnung durch Aufdrucken von elektrisch gegeneinander isolierten Verbindungsieitun-
gen mit einem Anschlussbereich verbunden.

Die Erfindung wird im nachfolgenden anhand der in den Zeichnungen dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiele naher erlautert. Zur Vereinfachung der Darstellung wurde in den Figu-
ren teilweise auf die Schraffur der Schnittfidchen verzichtet.

Es zeigen jeweils in schematisch vereinfachter Darstellung:

Fig. 1 die erfindungsgemaRe Schaltvorrichtung geman einer ersten Ausbildung;

Fig. 2 die erfindungsgemaRe Schaltvorrichtung gemag einer zweiten Ausbildung;

Fig. 3 eine Explosionsdarstellung der Anordnung der einzelnen Lagen;

Fig. 4 die erfindungsgemé&Re Schaltvorrichtung mit einem ausgebildeten Anschluss-
bereich;

Fig. 5 eine Anordnung zum Kontakttest einer Leiterplatte.

Einfuhrend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfiihrungsfor-
men gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen ver-
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sehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen
sinngemaR auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeich-
nungen Ubertragen werden kénnen. Auch sind die in der Beschreibung gewshiten Lage-
angaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dar-
gestellte Figur bezogen und sind bei einer Lagednderung sinngemén auf die neue Lage
Zu Ubertragen. Weiters kdnnen auch Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus
den gezeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausfuhrungsbeispielen fur sich ei-
genstandige, erfinderische oder erfindungsgemaRe Ldsungen darstellen.

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemanie Schaltvorrichtung 1 umfassend eine Trégerlage 2,
eine erste Elektrodenanordnung 3, eine funktionale Lage 4, eine zweite Elektrodenanord-
nung 5 sowie Kontaktpunkte 6 und Quellen fur elektromagnetische Strahlung 8.

Die erste Elektrodenanordnung 3 ist beispielsweise durch eine Mehrzaht von Streifen-
elektroden gebildet und auf der ersten Flachseite 19 der Tragerlage 2 angeordnet. Auf der
ersten Elektrodenanordnung 3 ist eine Lage aus einem fotosensitiven Material, beispiels-
weise inorganische Halbleiter, sowie organische Halbleiter wie bspw. Poly(p-PhenyI-Vinyl
(PPV) aufgebracht. Auf der funktionalen Lage 4 ist die zweite Elektrodenanordnung 5 auf-
gebracht, die beispielsweise auch durch eine Mehrzahl von Streifenelektroden gebildet
sein kann, wobei die Elektroden der ersten Elektrodenanordnung und der Elektroden der
Zweiten Elektrodenanordnung in der Ebene ihrer Langsrichtung gegeneinander verdreht
angeordnet sind, bevorzugt um 90°, Auf den Elektroden der zweiten Elektrodenanordnung
5 sind elektrisch leitende Kontaktpunkte 6 angeordnet. Mittels dieser Kontaktpunkte wird
ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der zu prifenden Leiterbahn und der Schaltvor-
richtung hergestelit. Das fotosensitive Material 7 wird durch Beleuchtung mit einem Licht
der entsprechenden Wellenlénge und Intensitat im beleuchteten Abschnitt elektrisch leit-
fahig und stelit somit einen elektrisch leitfahigen Kontakt zwischen zumindest einer Elekt-
rode der ersten Elektrodenanordnung 3 und zumindest einem Kontaktpunkt 6 bzw. einer
Elektrode der zweiten Elektrodenanordnung 5 her. Die abschnittweise Beleuchtung des
fotosensitiven Materials 7 erfolgt mit Strahlungsquellen 8, die bevorzugt an der zweiten
Flachseite 18 der Tragerlage 2 angeordnet sind. Wird eine Strahlungsquelle 8 elektrisch
angesteuert, gibt sie einen Lichtstrahi 17 ab, der die transparente Tragerlage 2 und die
transparenten bzw. semitransparenten Elektroden der ersten Elektrodenanordnung 3
durchdringt und auf das fotosensitive Material 7 einwirkt. Das fotosensitive Material wird
im beleuchteten Abschnitt elektrisch leitend und stelit somit eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen einer Elektrode der ersten Elektrodenanordnung 3 und einer Elektrode
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der zweiten Elektrodenanordnung 5 bzw. einem Kontaktpunkt 6 her. Die Strahlungsquel-
len 8 sind bevorzugt durch organische Leuchtdioden (oLEDs) gebildet, die auf die zweite
Flachseite 18 der Tragerlage 2 aufgedruckt werden.

GemaB einer Weiterbildung kénnen die oLEDs aber auch unmittelbar auf der fotosensiti-
ven Schicht aufgedruckt sein, was den Vorteil hat, dass die Trégerlage und die Elektroden
der ersten Elektrodenanordnung nicht transparent sein missen.

Die Messung der Leitfahigkeit einer Leiterbahn findet beispielsweise dadurch statt, dass
an eine Elektrode der ersten Elektrodenanordnung 3 eine Spannung angelegt wird und
jenes Leuchtmittel 8 aktiviert wird, das sich Gber dem Kontaktpunkt 6 befindet, der mit
einem ersten Ende der zu prifenden Leiterbahn elektrischen Kontakt hat. Jene Elektrode
der zweiten Elektrodenanordnung 5, deren Kontaktpunkt 6 mit dem zweiten Ende der zu
prafenden Leiterbahn elektrischen Kontakt hat, wird auf elektrischen Stromfluss hin Gber-
pruft, was als Kriterium fiir eine funktionale Leiterbahn gilt. Die beiden Kontaktpunkte dir-
fen sich klarer Weise nicht auf derselben Elektrode der zweiten Elektrodenanordnung
liegen. Eine derartige Ausbildung ermdglicht es, bei entsprechender Wahl der zu testen-
den Leiterbahnen, also einer gezielten Ansteuerung der Elektroden der ersten Elektro-
denanordnung, mehrere Leiterbahnen gleichzeitig testen zu kénnen, ohne dass sich die
Messungen gegenseitig beeinflussen.

Da die Schaltvorrichtung 1 gem4R einer Ausbildung transparent bzw. semitransparent ist,
erhélt man den weiteren Vorteil, dass die Schaltvorrichtung eine optische Erfassung der
Leiterbahnen auf der Leiterplatte nicht beeintrachtigt. Dadurch ist es beispielsweise mog-
lich, gleichzeitig mit der elektrischen Kontaktprifung eine optische Prlfung der Leiterplatte
vorzunehmen, beispielsweise die Qualitst bzw. Positionsgenauigkeit von Aufdrucken zu
Gberprifen.

In einer Weiterbildung kénnen die Kontaktpunkte 6 auch unmittelbar auf die funktionale
Lage aufgebracht sein. Eine derartige Ausbildung wird bevorzugt dann verwendet, wenn
Leiterbahnen zu prifen sind, deren zweites Ende sich nicht auf der Flachseite der, durch
den Kontaktpunkt 6 kontaktierten Flachseite befindet, insbesondere handelt es sich dabei
um durchkontaktierte Leiterbahnen bzw. Mehrlagenleiterbahnen.

Die einzelnen Lagen und insbesondere die oLEDs werden bevorzugt aufgedruckt, bei-
spielsweise mittels eines Tintenstrahldruckverfahrens. Ohne Einschrankung ist aber auch
ein Aufbringen mittels Siebdruck, oder durch Abscheidung aus der Dampfphase méglich.
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Fig. 2 zeigt eine weitere Ausbildung der erfindungsgemaBen flexiblen Schaltvorrichtung,
bei der die funktionale Lage 4 durch eine Transistoranordnung 9 gebildet ist. Auf der ers-
ten Flachseite 19 einer Trégerlage 2 ist eine erste Elektrodenanordnung 3 aufgebracht,
wobei auf dieser eine Mehrzahl von Transistoren, insbesondere organische Feldeffekt-
transistoren (FET), aufgebracht werden. Auf der Transistoranordnung 9 ist die zweite E-
lektrodenanordnung 5 aufgebracht und darauf die elektrisch leitenden Kontaktpunkte 6.
Da bei dieser Ausbiidung keine Lichteinwirkung auf eine fotosensitive Schicht erforderlich
ist, ist eine transparente bzw. semitransparente Ausbildung der Tragerlage und der Elekt-
rodenanordnungen nicht erforderlich.

Die Funktion ist gleich der in Fig. 1 beschriebenen, mit dem Unterschied, dass die elekt-
risch leitende Verbindung einer Elektrode der ersten Elektrodenanordnung 3 mit dem
Kontaktpunkt 6 bzw. einer Elektrode der zweiten Elektrodenanordung 5, durch einen ent-
sprechend angesteuerten Transistor geschaltet bzw. gesteuert wird. Ein Transistor hat
den Vorteil, dass er im geschalteten Zustand einen sehr geringen Durchgangswiderstand
aufweist und dass sich der Strom durch den Transistor gezielt einstellen Iasst, was im
Hinblick auf die Genauigkeit der Messung einen ganz besonderen Vorteil darstelit.

Die einzelnen Lagen und insbesondere die Transistoranordnung werden bevorzugt durch
bekannte Verfahren aufgebracht, wie dies bereits bei Fig. 1 beschreiben wurde.

Fig. 3 zeigt eine Explosionsdarstellung der Anordnung der einzelnen Lagen der Schaltvor-
richtung 1. Auf der ersten Flachseite 19 der Trageriage 2 ist die durch Streifenelektroden
gebildete erste Elektrodenanordnung 3 mittels eines Druckverfahrens aufgebracht. Auf die
erste Elektrodenanordnung 3 wird die funktionale Lage 4 aufgebracht, wobei geman einer
Ausbildung fotosensitives Material aufgebracht wird und gemag einer weiteren Ausbildung
werden eine Mehrzahl von Transistoren der Transistoranordnung aufgebracht, bevorzugt
aufgedruckt. Auf die funktionale Lage kénnen gegebenenfalls Elektroden, insbesondere
Streifenelektroden, der zweiten Elektrodenanordnung 5 aufgebracht, insbesondere aufge-
druckt, werden. Auf die Elektroden der zweiten Elektrodenanordnung 5 werden elektrisch
leitende Kontaktpunkte 6 aufgebracht, wobei diese Kontaktpunkte gegebenenfalls auch
auf der funktionalen Lage aufgebracht werden'kénnen.

Die Streifenelektroden der ersten 3 bzw. Zweiten 5 Elektrodenanordnung sind gegenein-
ander verdreht, bevorzugt um 90°, wobei jeweils im gedachten Uberdeckungsabschnitt
ein Kontaktpunkt 6 angeordnet ist. Diese Ausbildung erméglicht nun ein rasterartiges An-
steuern bzw. Abfragen der einzeinen Kontaktpunkte. Dabei wird abwechselnd jeweils eine
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Elektrode der ersten Elektrodenanordnung angesteuert und alle Elektroden der zweiten
Elektrodenanordnung abgefragt. Dieser Vorgang wird fur alle Elektroden der ersten Elekt-
rodenanordnung wiederholt. Durch Aktivieren eines Leuchtmittels bzw. durch Schalten
eines Transistors wird ein Abschnitt der funktionalen Lage leitfahig und somit wird bspw.
im Bereich des Kontaktpunktes A eine elektrisch leitende Verbindung der Elektrode A’ mit
dem Kontaktpunkt A hergestelit. Durch Abfragen der Elektrode B’ lasst sich eindeutig he-
rausfinden, ob die Leiterbahn zwischen den Punkten A und B elektrisch leitend ist.

In einer Weiterbildung k&nnten jedoch auch alle Elektroden der zweiten Elektrodenanord-
nung 5, mit Ausnahme der Elektrode A", abgefragt werden, um somit beispielsweise eine
fehlerhafte Stelle der Leiterbahnabdeckschicht festzustellen, oder aber auch beispielswei-
se einen Kurzschluss der Leiterbahn mit einer 2zweiten Leiterbahn festgestellt werden.

Fig. 4 zeigt die erfindungsgemaRe Schaltvorrichtung 1 wobei die Elektroden der ersten 3
und gegebenenfalls zweiten 5 Elektrodenanordnung tber elektrisch gegeneinander iso-
lierte Verbindungsieitungen 16 mit einem Anschlussbereich 10 verbunden sind. Zur Ver-
einfachung der Darstellung wurden hier die Elektroden sowie die einzelnen Lagen nur
schematisch dargestellt. Insbesondere sind auf der ersten Flachseite 19 der Tragerlage
die erste Elektrodenanordnung 3, die funktionale Lage 4 sowie die zweite Elektrodenan-
ordnung § aufgebracht. Damit nicht alle Verbindungsleitungen 16 der Eiektroden von der
Schaltvorrichtung 1 zu einer nicht dargesteliten Auswertevorrichtung gefiihrt werden mis-
sen, ist im Anschlussbereich 10 ein elektronischer Mehrwegschalter 11 angeordnet. Die-
ser Mehrwegschalter hat die Aufgabe, eine Vielzahl von Eingangsleitungen auf eine oder
mehrere wenige Ausgangsleitungen gezielt gesteuert zu verbinden. Dieser Mehrweg-
schalter, insbesondere ein so genannter Multiplexer, wird gezielt angesteuert und verbin-
det dann die Elektroden, die den zu prufenden Kontaktpunkten zugeordnet sind, mit ei-
nem Verbindungsmittel im Anschlussbereich 10.

GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung ist dieser Muitiplexer durch organische Halblei-
terbauteile gebildet bspw. durch eine Transistormatrix, und wird mittels eines Druckverfah-
ren direkt auf die Trégerlage aufgedruckt.

Fig. 5A zeigt eine Vorrichtung zum elektrischen Kontakttest von Leiterplatten. Auf einer
doppelseitigen Leiterplatte 12 sind auf jeder Flachseite Leiterbahnen 13 aufgebracht. Eine
Schaltvorrichtung 1 ist auf einem Rahmen 14 angeordnet, wobei zwei solcher Rahmen 14
die zu testende Leiterplatte 12 volisténdig umschliefen, so dass sich zZwischen der
Schaltvorrichtung 1 und der Leiterplatte 12 ein abgeschlossener Luftraum 15 ausbildet.
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Zur Herstellung eines elektrischen Kontakts zwischen den Leiterbahnen 13 und den Kon-
taktpunkten der Schaltvorrichtung wird im Luftraum 15 ein Unterdruck erzeugt, wodurch
sich die flexible Schaltvorrichtung 1 an die Oberflachenstruktur der Leiterplatte 12 an-
passt, wie dies in Fig. 5B dargestellt ist.

Die Durchfihrung der Leitféhigkeitsmessung wurde an anderer Stelle bereits beschrieben,
wird also hier nicht mehr erwahnt. Da die Tragerlage elastisch und riickstellbar verformbar
ausgebildet ist, kann die sich besonders gut an die Oberfliche der zu testenden Leiter-
platte anpassen. insbesondere kénnen auf der Leiterplatte auch bereits Bauteile aufge-
bracht sein, die jedoch eine Prufung der Leiterplatte im Wesentlichen nicht behindern, da
sich die Schaltvorrichtung an die Oberfidchenstruktur anpassen kann.

Die erfindungsgemaRe Schaltvorrichtung kann spezifisch fur eine Vielzah! unterschiedli-
cher Testanordnungen ausgebildet sein, durch Auswechseln des Rahmens 14 ist eine
einfach und schnelle Anpassung der Testvorrichtung an einen gesnderten Typ der zu
testenden Leiterplatte 12 méglich. Da die Schaltvorrichtung bevorzugt ein koppelbares
Verbindungsmittel aufweist, ist auch der elektrische Anschluss einfach und schnell an
eine geanderte Schaltvorrichtung anzupassen.

Insbesondere erreicht man mit der erfindungsgemaRen Schaltvorrichtung eine bedeuten-
de Steigerung der Flexibilitat im Hinblick auf die mdglichen Testfille.

Samtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenstandlicher Beschreibung sind so zu ver-
stehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mit umfassen, z.B. ist die An-
gabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass samtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren
Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mitumfasst sind, d.h. samtiiche Teilbereich beginnen
mit einer unteren Grenze von 1 oder gréBer und enden bei einer oberen Grenze von 10
oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1 oder 5,5 bis 10.

Die Ausfuhrungsbeispiele zeigen mogliche Ausfuhrungsvarianten der Schaltvorrichtung,
wobei an dieser Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargesteliten
Ausfuhrungsvarianten derselben eingeschrankt ist, sondern vielmehr auch diverse Kom-
binationen der einzelnen Ausfuhrungsvarianten untereinander mdglich sind und diese
Variationsméglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch gegenstandii-
che Erfindung im Kénnen des auf diesem technischen Gebiet tatigen Fachmannes liegt.
Es sind also auch samtliche denkbaren Ausfihrungsvarianten, die durch Kombinationen
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einzelner Details der dargesteliten und beschriebenen Ausfiihrungsvariante mdglich sind,
vom Schutzumfang mit umfasst.

In der Fig. 2 ist eine weitere und gegebenenfalls fur sich eigensténdige Ausfuhrungsform
der Schaltvorrichtung gezeigt, wobei wiederum fir gleiche Teile gleiche Bezugszeichen
bzw. Bauteilbezeichnungen wie in den vorangegangenen Fig. 1 verwendet werden. Um
unnétige Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die detaillierte Beschreibung in den vo-
rangegangenen Fig. 1 hingewiesen bzw. Bezug genommen.

Der Ordnung halber sei abschlieend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verstand-
nis des Aufbaus der Schaltvorrichtung diese bzw. deren Bestanditeile teilweise unmag-
stablich und/oder vergréfert und/oder verkleinert dargestelit wurden.

Die den eigenstindigen erfinderischen Lésungen zugrunde liegende Aufgabe kann der
Beschreibung entnommen werden.

Vor allem kénnen die einzelnen in den Fig. 1 bis 5§ gezeigten Ausfuhrungen den Gegens-
tand von eigenstandigen, erfindungsgeméfen L8sungen bilden. Die diesbeziglichen,
erfindungsgemagen Aufgaben und Ldsungen sind den Detailbeschreibungen dieser Figu-
ren zu entnehmen.
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Patentanspriche
1. Schaltvorrichtung (1) zur elektrischen Kontaktprifung von besttckten und

unbestiickten Leiterplatten (1 2), umfassend zumindest eine flichenhafte Tragerlage (2),
eine erste Elektrodenanordnung (3) und eine funktionale Lage (4), wobe:i die Trégerlage
(2) elastisch ruckstellbar verformbar ist und wobei die funktionale Lage (4) auf der ersten
Elektrodenanordnung (3) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnét, dass die funktionale
Lage (4) aus zumindest einem aus der Gruppe umfassend eine Schicht eines fotosensiti-
ven Materials (7), einen Quantendetektor, einen Fotowiderstand, gebildet ist und dass
lber der funktionalen Lage (7) zumindest eine Quelle fir elektromagnetische Strahlung
(8) angeordnet ist, wobei die abgegebene elektromagnetische Strahlung uberwiegend in
Richtung der funktionalen Lage (4) wirkt.

2. Schaltvorrichtung (1) zur elektrischen Kontaktpriifung von besttickten und
unbestlickten Leiterplatten (12) umfassend zumindest eine flichenhafte Tragerlage (2),
eine erste Etektrodenanordnung (3), und eine funktionale Lage (4) wobei die Tragerlage
(2) elastisch riickstellbar verformbar ist, wobei die funktionale Lage (4) auf der ersten E-
lektrodenanordnung (3) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die funktionale
Lage (4) als Transistoranordnung (9), gebildet aus einer Mehrzahl von Transistoren, aus-
gebildet ist.

3. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tragerlage (2) aus einem organischen Material gebildet ist,

4, Schaltvorrichtung nach einem der Ansprliche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Tragerlage (2) elektrisch isolierend ausgebildet ist.

5. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Trégerlage (2) transparent bzw. semitransparent ist.
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6. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Elektrodenanordnung (3) zumindest eine elektrisch leitfahige Elektrode
umfasst, insbesondere eine Streifenelektrode.

7. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Elektrodenanordnung (3) auf einer Flachseite der Trageriage (2) ange-
ordnet ist.

8. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass ferner eine zweite Elektrodenanordnung (5) vorhanden ist, die durch zumindest
eine elektrisch leitfahige Elektrode gebildet ist, insbesondere durch eine Streifenelektrode.

9. Schaltvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite Elektrodenanordnung (5) auf der funktionalen Lage (4) angeordnet
ist.

10. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Elektrode der ersten und/oder zweiten Elektrodenanordnung durch eine e-
lektrisch isolierte Verbindungsleitung mit einem Anschlussbereich verbunden ist.

11. Schaltvorrichtung nach einem der Ansprlche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest eine Elektrode der ersten (3) und/oder zweiten (5) Elektro-
denanordnung transparent bzw. semitransparent ausgebildet sind.

12 Schaltvorrichtung nach einem der Ansprliche 1 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der zweiten Elektrodenanordnung (5) oder auf der funktionalen Lage
(4) elektrisch leitende Kontaktpunkte (6) angeordnet sind.

13. Schaitvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschlussbereich (10) einen elektronischen Mehrwegschalter (11)
aufweist.
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14. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Anschlussbereich (10) ein koppelbares Verbindungsmittel aufweist.

15. Schaltvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quelle fur elektromagnetische Strahiung (8) durch ein organisches
Halbleiterbauteil gebildet ist, insbesondere durch eine oLED.

16, Schaltvorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Quelle fur elektromagnetische Strahlung (8) durch eine Mehrzahl von
strukturiert angeordneten Leuchtmitteln gebildet ist.

17. Schaltvorrichtung nach einem der Anspruche 2 bis 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transistoranordnung (9) durch organische Transistoren gebildet ist.

18. Schaltvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Mehrzahl von Transistoren der Transistoranordnung (9) strukturiert angeordnet sind.

19. Verfahren zur Herstellung einer Schaltvorrichtung (1), insbesondere nach

einem der Ansprliche 1 bis 18, umfassend die Schritte:

— Aufbringen einer ersten Elektrodenanordnung (3) auf eine Flachseite einer Trageriage
(2

— Aufbringen einer funktionalen Lage (4) auf die erste Elektrodenanordnung (3);

— Aufbringen einer zweiten Elektrodenanordnung (5) auf die funktionale Lage (4); %

- Aufbringen von elektrisch leitenden Kontaktpunkten (6) auf die zweite Elektrodenan- i
ordnung (5).

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elekt-
rodenanordnung (3) und/oder die funktionale Lage (4) und/oder die zweite Elektrodenan-

ordnung (5) und/oder die Kontaktpunkte (6) durch ein Druckverfahren aufgebracht wer-

den.

N2007/12200

07/10 2008 DI 15:40 [SE/EM NR 5879] [@o056




14:58:43 07-10-2008 23/29

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass die
funktionale Lage (4) durch Aufdrucken von organischen Transistoren, insbesondere Feld-
effekttransistoren, gebildet wird.

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet,
dass die funktionale Lage (4) durch Aufbringen eines fotosensitiven Materials gebildet
wird und das auf das fotosensitive Material organische Leuchtdioden (oLEDs) aufgedruckt
werden.

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden der ersten (3) und/oder zweiten (5) Elektrodenanordnung durch Auf-
drucken von elektrisch gegeneinander isolierten Verbindungsleitungen mit einem An-
schlussbereich (10) verbunden werden.
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